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はじめに：我々は c面GaNにおいて低Mgドープにより、

良好なショットキー特性を実現し、2eV程度の高い障壁高さ

（qB）、大きなメモリー効果、強いフェルミレベルピニング

を観測した。[1-3] 

今回は a面 p-GaNに低Mｇドープの手法を施し、電極の電

気的特性を評価した結果を報告する。 

試料の作製：図 1に試料の構造図を示す。サファイア基

板上にSiO2を用いたELOG法を用いてa面アンドープGaN、

低Mg ドープ p-GaN をMOVPE 成長した。p-GaN 表面に

Ti/Al電極を EB蒸着法で形成した後、大面積 InGaオーミ

ック電極を形成した。 

結果と考察：図 2にTi/Al電極の順方向 I-V特性を示す。

0Vから-5Vまでの電圧掃引を 3回連続して行った。電流が

2桁以上に及び指数関数的に増加する区間がみられ、ショッ

トキー特性が確認された。また、1 回目掃引に比べ、2,3 回

目掃引の I-V カーブが大きな qBを示す特性となっている。

この現象はメモリー効果として c 面でも観察されたもので

あり[2]、a面でも界面近傍にアクセプタ型欠陥が局在してい

ると考えられる。欠陥を正孔注入により中性化した直後の 2

回目 I-V特性から得られた qBは 1.6eVであった。 

 次にフォトレスポンス測定結果を図 3に示す。基礎吸収端

低エネルギー側でファウラーの関係式[4]に従う直線性がみ

られた。qBは 1.6eV であり、I-V 特性から得られた値とよ

く一致した。Ti/c面 p-GaNの qBは 1.76eVであり[3]、やや

低い値となった。 
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図 1. 試料構造 

図 3. PRスペクトル 
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図 2. 順方向 I-V特性 

図 3. PRスペクトル 
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